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Об'єкт досліджень – плівки ZnO, сформовані методом іонно-променевого 

розпилення. 

Предмет – спектри пропускання плівок ZnO, рентгенограми плівок ZnO, 

ширина забороненої зони ZnO.

Мета досліджень – встановити залежність оптичних та структурних 

властивостей плівок ZnO, сформованих методом іонно-променевого 

розпилення,  від температури підкладки  

У дипломній роботі відповідно до технічного завдання проведено аналіз  

технологій отримання плівок ZnO та їх властивостей. Обґрунтовано вибір 

методу формування плівок. 

Проведено аналіз результатів оптичних та структурних характеристик зразків. 

Наведено спектри пропускання та рентгенограми плівок оксиду цинку вирощені 

в залежності від температури підкладки та осаджених при низьких 

температурах; встановлено залежність ширини забороненої зони оксиду цинку 

у сформованих плівках від температури підкладки.



Abstract 

Course project: 51 pages, 20 figures, 105 sources. 

Keywords:ZnO thin films, ion-beam sputtering, substrate temperature, spectral 

transmittance, XRD patterns, the band gap. 

Object of the research - ZnO thin films formed by ion-beam sputtering. 

Item of the research - spectral transmittance, XRD patterns and the band gap of ZnO 

thin films formed by ion-beam sputtering. 

Goal of the research is to establish the dependence of optical and structural properties 

of ZnO thin films formed by ion-beam sputtering from the temperature of the 

substrate. 

According to the technical task it was analyzed the technologies of ZnO thin films 

and it’s properties. The thin films formed. 

Method was justified the analysis of the optical and structural characteristics. 

Obtained thin films was carried out the spectral transmittance and XRD patterns of 

ZnO thin films grown in low and various substrate temperature were listed. The 

dependence of the band gap in ZnO thin films according to the substrate temperature 

was defined. 
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